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高効率 AlGaN深紫外 LED実現のためには、高品質 AlN/サファイア テンプレートが求められて

いる。サファイアを基板に用いた AlN膜は、大きな格子不整合により高密度な貫通転位が発生し、

その密度を 109  cm2 以下に低減するためには、従来から用いられてきた MOVPE 法では、パルス

法などのバッファ層を用いた場合でも 23 µm 以上の厚い AlN 層が不可欠であった。我々のグル

ープでは、AlN 膜を RFスパッタ法により成膜(SpAlN)して FacetoFace配置の高温アニール(FFA)
により、簡便に低転位密度の AlN膜が作製可能であることを報告した[1]。また、SpAlNの高温ア

ニールによる結晶性良化メカニズムを透過電子顕微鏡観察より明らかにしてきた[2]。
図１に示すように、FFA SpAlNテンプレート上では、MOVPE法による AlNのホモエピタキシ

ャル膜の表面は、螺旋成分の転位が大幅に低減していることに由来して、乱れのない原子ステッ

プ構造が形成されている。シンポジウムでは、AlGaN 成長における課題と発光波長 260 nm 帯の

LED試作結果についても述べる[3,4]。
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Fig.1 Surface AFM and crosssectional TEM images for (Upper;) AlN film grown on sapphire with 5 
nm thick LTAlN by MOVPE, and (Lower;) MOVPEgrown AlN film on FFA SpAlN with 180 nm thick.
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